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産総研が中心となって開発を進めている「ミニマルファ

ブ」は、φ12.5 mm のハーフインチウェハを用い、最小投

資で、半導体デバイスの変種・変量生産に対応しようとす

る生産システムのことであるが、中でも MEMS デバイスに

適した深掘りエッチングなどは重要な開発テーマである。

高周波(RF)電源による ICP 方式プラズマエッチャーを開

発し、デポとエッチのサイクルを繰り返しながら異方性エッ

チング形状を達成する BOSCH(ボッシュ)プロセスの研究

を行った。その結果、ミニマルサイズが故の高速ガス切り

替えができることにより、スキャロプフリーエッチング加工

ができるようになった。SEM 写真でその特徴が見出され

ている。 

１．概要（Summary） 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

高分解能電界放出電子顕微鏡(FE-SEM) 
【実験方法】  厚さ 250 μm、直径 12.5 mm のハ

ーフインチウェハをミニマル ICP プラズマエッチャー装

置にてエッチング加工後、試料を劈開面で破断し、

Pt-Pd コートをかけたのち、 NPF 施設の FE-SEM
（S-4800）にて、断面観察を行った。 

 Fig . 1は、Pillarパターンのエッチング形状である。ア

スペクト比が大きい柱状加工を実現できた。Fig. 2(a)は
8 secサイクル、(b)は 2 secサイクルのボッシュプロセスで

シリコン基板貫通エッチングの比較を行った。高速ボッシ

ュサイクル(b)の方が滑らかな側面の高品位エッチングが

できている様子がわかる。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
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Fig. 2 SEM images of through grooves etched by 
Bosch process with (a) a 8 sec-cycle, (b) a 2 
sec-cycle. 
[Pressure:10 Pa, ICP power:35W, Bias:4 W, 
C4F8=SF6:8 sccm] 

Fig. 1 SEM image of pillar pattern etched by 
ICP-RIE of Minimal Fab Equipments. 

  [Pressure:10 Pa, ICP Power:40 W, 
C4F8:8 sccm, SF6:8 sccm, Bosch 
cycle:300 (Passivation 1 s, Etching 1 s), 
etching time:600 s] 

 


